UKD 621.382.3

NORMA BRANZOWA

ELEMENTY
POLPRZEWODNIKOWE

Elementy pétprzewodnikowe

Tranzystory typu AF 426, AF 427,
AF 428, AF 429, AF 430
oraz AF 426S, AF 4278,

AF 428S, AF 4295

BN-72
3375-16

Arkusz 02

Grupa katalogowa XIX 23

LloFraedriot normy, Prredmiotem normy sq germa-
nowe, stopowo~dyfusyjne tranzystory male) mocy,
wielkiej czestotliwodol do szastosowah powsszechne-
8o uiytku typu AF 426,AF 427,AF 028,AF 429,AF 430
oraz do sastosowal specjalnych typu AP 4268, AP
4278 ,AF 4288,AF 4298 o danych charakterystyosnych
wg zatgosnika 41, Transystory przeznacsone sg do
pracy w ukiedach generacyjnych, mieszajacych 4%
wznacniajgcych maie sygnaty.

Kategoria klimatyczna - wg PN-60/T-045503

a) 666 dla transystoréw typu AF 426,AF 427, AP

b) 465 dla tranzystordw typu AF 4268,AF 4278,
AF 4283, AF 4298,

2: Preykiad ozpaczenia

a) transystora AF 426 o kategorii klimatycznej

66613
TRANZYSTOR AF 426 666 BN-72/3375-16 ark. 02

b) tranzystora AF 4268 o kategorii klimatyozne]
465:
TRANZYSTOR AP 4268 465 BN-72/3375-16 ark., 02

2. ¥wpdary trenzystors wg FN-71/T-01503 ark.
29: podstawa B12, ark. 50: obudowa C9,

4. Paragmetry elektrycgne transystora powinny

odpowiadaé wymeganiom wg zalgoznika 3,

2:_EKlage intepnsywhoéci uggkodgzef powinna odpo-

wiadaé wymaganiom wg tabl, 1.

Tablica 1
Klasa
Badanie wg Typ
BN=69/3375-06 tranzystora intensyw-
nodci u=-
szkodzed
5515, Odpoméé na AP ‘263
dugotrwale suche cie~ AP 4278 3
pto AF 4288
AP 4298
AP 426
AP 427
5.5.,16, Odpornosé na g ::g "
diugotrwaze clggle ob=- AP 430
cigfenis elektryozne
AF 4263
AP 4278 5
AF 428S
AF 4298
€. Warupkl obclatenis w badaniu 5.5.16 wg BR-69/
3375=06 powinny odpowliadaé danym wg tabl. 2.
Tablics 2
Ueg ' Ig
10V 5 mA

2..Parapetry elektryospe trepzystora mierzone w
badapiach pelpych powinny odpowisdaé wymageniom
wg zalgcznika 4,

8+ Spogdb mocowanlg, W badaniu 5.5.7 1 5.5.8 wg
BN-69/3375-06 tranzystory powinny byé mocowane do
stotu wstrzasarki:

a) srtywno za obudowy dla tranzystoréw do za-
stosowah specjalnych,

b) za wyprowadzenia w odlegtoci 5 *1 mm 0d o-
budowy dla tranzystoréw do zastosowah powsgzechnego
uzytku,

9. Stopjeh obostrzenls w badaniu 5.5.7 1 5.5.8
wg BN-69/3375-06 dla sposobu mocowania wg 8 b) - 5
wg PN-60/T-04550,

KONRIEC

2aXacenikdw 4

INFORMACJE DODATKOWE do BN=-72/3375=-16 ark, 02

Norma BN=72/3375~16 zawiera nastepujace ustanowione arkusze: Arkusz O1 Tranzystory typu ASY 34,48Y 35 4ASY 36,ASY 37

oraz ASY 343, ASY 35S,ASY 36S,ASY 37S

Naukowo-Produkcyjne Centrum Pélprzewodnikéw
Ustanowiona przezNaczelnego Dyrektora Zjednoczenia. Przemystu Elektronicznego UNITRA dnia 23 maja 1972 v.
jako norma obowigzujgca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1973 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 17.1972 poz. 35 arazx Dz. Norm. i Miar nr 26/1973 poz. 74 )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE

Wplyw do WN19.7.72. Oddano do skiedu 19. 9. 12, Druk vkovczone w lipcu 73.

Ceng 2zt 3,60

Nokied 2600+50 egz. Zam. 2747;72



Zalgcznik 1
do BN=72/3375=16 ark, 02

33 min

ra - wg tablicy.

Typowe wartoscd parametriw
Lp. Nazwa parametru Ogzna- | Jedno- Warunki pomiaru
ozenie stka
AF 426 |AF 427 | AF 428 | AF 429 | ar 430
AF 4263]|AP 4275 AP 4285 | AF 4298
1 2 3 4 L] 6 7 8 9 10
1 | Prad zerowy kolektora - pA 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 Uep = 6 V
Ix -
2 | Czestotliwosé graniczna Iy MHz 75 75 55 50 50 fc: ;omfniz Ucp = 6 V3
p
Iom 1 mA; Ugpm 6V
c ] H
3 '”6t°zm1k szumdw F dB 3 3 3 3 3 ,fp. 0.5 WZ;R(;- 5000;
Bw 40 kHz
. Wepéiozynnik szuméw mie- - i ' 5 . s . . Icm 1 mA Uge= 6 V5
szacza = R .= 5000; fp, = 1 MHz
Napigcie stale migdzy
5 | baza a emiterem Ues v 0,27 0,27 0,27 0,27 | 0,27 Iom 1 mAg Ugem 6V
g mS 0,45 0,55 1,0 1,0 1,2
MaZosygnatowa wartosé e : - X ' . Ic= 1 mA; U, =6V;
zwarciowej admitancji = 0,5 MH
¢ | wedsciowe] Ci1. | P 75 5 100 100 | 175 | fp= 0,5 Mz
Y11= 999 + i9Cqy, e | W 1,7 1e7 b 2 12 Jlc=1mhj U= 67
= 10 NH
Cy1, pF 60 60 60 70 150 d o7 Wiz
992, 1S 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 Ic= 1 mAy Uce=61V;
Malosygnatowa wartosé
zwarcioweJ admitancji C12 PF 1,5 1,8 2,4 2,0 5,0 fp= 0,5 Miz
7 przenoszenia wateocz ¥
_ 945 ps 20 20 20 27 180 |l.= 1 mA; U,=67V;
Vize™ 912 T 19C2¢ : <
Ci2e | ¥PF 1,3 1,7 1,1 1,9 | 4,0 |I»=10,7 Miz
925, us 1,5 3,0 3,0 3,0 8,0 Inm 1 mA; U.= 673
Nalosygnatowa wartosé : ; 0.5 M
zwarciowe] admitancji Con pP 4,0 4,5 8,0 8,0 9,0 p= 0, z
8 wyjéciowe] X
Ve = Unp, T 10Cpp, 22e : c= 1 miy Ucem 6V}
Coze | PF 3,5 5,0 542 6,0 | 10,0 |Tep=10,7 Mz
Modul malosygnatowe 35 37 32 32 27 Io= 1 maz]| fo= 05 Miz
g | wartosci zwarciowe] |y21 ' nS
admitancji przenoszenia .
wprzéd 32 3 30 30 22  |Uceg= 6V f,= 10,7




ZaXacznik 2
do BN=T72/3375-16 ark, 02

Wartodci dopuszczalne
AF 429,AF 4265,AF 4275, | .p 430
# AP 4283,AF 4295
1 Napiecie stale miedzy kolektorem a bazg - /— v 20 15ﬁr
2 Napiecie state miedzy kolektorem a emiterem Uy i v 20 15
1
3 Rapigcie stale micdzy emiterem a bazg . Hp— v
4 Prad staty kolektora L:IC - mA 10
i
g Moc tracona w kolektorze r. i mW wg wykresu na rys, Z2-1 1 222
6 Temperatura siacza Y e % 75
7 | Temperatura przechowywania tin % 0d =55 do +70
Moc tracona w kolektorze tranzystoréw typu AF Wykres zaleznoscl Ucg .. = f(Rgg) dla tranzy-

426 ,AF 427,AF 428, AF 429,AF 430 przy swobodnej]
wynianie powlietrza otaczajgcego tranzystor - wg
r’so 22"10

F’CMGX

(mw)
50

40

o—-——- N
20

0F——— ——

% I S—"

30 40 50 60 70 tymy(°C)
= - 221

Rys, Z2=1

Moc tracona w kolektorze tranzystordéw typu AF
4268 ,AF 4278 ,AF 4288, AF 4298 przy swobodnej wy-
mianie powietrza otaczajqcego tranzystor - wg rys.
22-2,

R max -
(mW)
- 50 ————
40 —_—
30 e \
20 L A\
\
10 —_— N
35 =35 = 30 40 50 60 70t,(°C)

B375 -t arkB2-28-2]

storéw typu AF 426, AF 427, AF 428, AF 429, AF 4268,
AF 4275, AF 4285, AF 4295 - wg rys. Z2=3.

UL‘E max

(v)
20

6 ~. _ '

10° 10 Rpe 10°(R)

(33756 ark.02-22-3]

Rys. Z2-3

Wykres zaleznosci Ugp ... = f(Rgg) dla tranzy-
storéw typu AF 430 - wg ITys. 22-4,

LIC!' maox
5
al
‘“F"
10 r\"'hi—
0 3
10? 10 0 Ry 10°(R)
(35— ark.03-72-4]
RyB. 22-4



Zaigosnik 3
do BN=72/3375=-16 ark, 02

Wartoseli
| Tezwa i, ) WO Typ Jed- Eranierne Warunidi Metoda
Lpe parametru czenie | dadania tranzystors nost~ pomiaru poaiam
ka minimal- maksy= wg
ne malne
-
1 2 3 4 5 6 T 8 9 10
AF 426, AF 4265
1 ‘1.’1';4 il I AP 427, AP 4278 pA - 8 Uep =6V f‘,‘;”éi“"“
kolektora Ieso AP 428, AF 4288 )
AF 429, AP 4293
AP 430"
o s S AP 426, AF 4268 20 P
: i AF 42T, AF 42718 20 =
2 | bicia kolektor- U/aa/cso I AF 4_23: AF 4288 \ 20 “ Icpo= 50 pA ark, 03
-baza AF 429, AP 4295 20
AP 430 15
AP 426, AP 4263 20
Fapiecie prze AF 427, AT 4278 20 BE=T0/3375-08
g b=l R2VEN R P 00 B A I B et F
AP 430 15
AP 426, AF 4263
Rapigcie prze- AF 427, AP 4278 BN=T70/3375=08
4 b%cia emiter- U/an/sao II g :gg, g :ggg v 1 - Iogo= 50 pA ark, 04
=-Daza
AP 430
Malosygnatowa AF 426, AP 4263 30 300
wartosé zwarcio~ AP ‘27: AF 4273 30 300 JI. = 1 mA;
s | weeo wapbezyn= | , t AP 428, AP 4288 - 30 300 |, P BR=69/3375=09
nika przenosze~ 21e AP 429, AF 4293 30 300 ce * i ark, 01
nia pradowego AF 430 20 300 fp = 1 kHz
: AP 426, AP 4268 40
Cagatotlinokd AF 427, AP 4278 40 fe =™ | axt0/3373-08
g | sranicma Ty I | AF 428, AP 4283 MHZ, 40 = Ve =6V | arx, o7
AP 429, AP 4293 40 20 MH |
AP 430 30 fp = *
AF 426, AR 4268 3
9, 1 AF 427, AF 4278 mS - I PR
e AP 428, AF 4283 L BR-70/3375-
ntosggthti . Ucg =673 a.rkz 3375 o
warto zwarcio=
4 | ¥eJ admitancji AT 426, AF 4263 80 |f, = 10,7Mz
it fen | T omamaim | 7| -] W
] :
=g +3C
Y117 Y1177 e ) AP 429, AP 4298 o5 = 165 11 =1 =
11e I AP 430 2,0 |°
F ’ U, =6V BN=T0/3375-09
. ark, 04
c T AP 429, AP 4293 pF - 175 |fp = 0,5 Mis
11e AP 430 200
AP 426, AP 4268 30
95, I | Ar 427, AP 4278 | us - 60 |lc =1my
llllouygmtwa AP 428, AF 428S 100 jy., =6V BR-70/3375=09
wartodéé zwarcio ark, 08
8 |wej admitaneii AP 426, AP 4265 1,8 |5, =10,Tmms|
przernoszenia C T AF 427, AP 4278 pr - 2,4
wsteor 12¢ AP 428, AF 4283 2,4
=1
Ty ; AP 429, AF 429S ps - 0,5 1. =1mA
Vi2e= 92,7 1 C12. | Gys, : AP 430 20 |° ¥ | a-r0/3375-09
Uce =6 ark, 08
AF 429, AF 4298 - 2,4 |5 =0,5 Mz
i Ci2. I AP 430' pF 4,0 g ’




BN-72/3375-16 ark, 02

cd. tabliocy
Wartoscd
L Naszwa Ozna= Symbol Typ Jed- graniczne Warunki Metoda
Pe parametru czenie | badania tranzystora ::!‘t- B . pomiaru pomiaru
- ma ﬂy-
malne malne ve
1 2 3 4 5 6 T 8 —ﬁ 9 4 10
AP 425. AP 4263 30 I =1 mAg BN=T0/3375«09
Modu swarcio- | Y21e I g :g;' g :gg . :; - Uce = 67y ark, 09
9 we] admitancji . fp = 10,7 MHe
przenoszenia
wprzéd I = 1 mAj
AP 429, AF 4298 28 o B=70/3375-0
: i U, 6V - =09
Y21e % A 420 - o ce = ° T ark, 09
fp = 0,5 MHz
AP 426, AP 4263 5
9 I AF 427, AP 4273 us - 150 Ic =1 mg;
22e AF 428, AP 4283 200 U . BN=70/3375=09
ce = 6 Vi ark, 06
mzosﬁmtwa f = 10,7 Wz
: - p
- gl i AT 426, AT 4265 5
10 cji wyjsciowe] Coze I g :ggo g :ggg pF - ;
|
AP 429, AP 4298 ” 5 1 BN=~T0 -
- g, 440, ) T* T |ar 430 = 10 3 U hrkT 52375 ”
Va2.™ 922, #C22, Ve = 6 .
AF 429, AP 4293 - 10 = 0,5 MH
Ca2e T {ar 430 PP 12 T ® Ry W
Na 2yczenie odbiorcéw tranzystory moga byé znakowane kodem wg zakreséw wartosci hoye
Zakres wartodcl Ozneczenle zakresu na ostonce
20+ 60 IT
40120 III
100300 Iv
Zatagcznik 4
do BN=T72/3375-16 ark, 02
PARAMETRY ELFKTRYCZNE ngﬁTOROW TYPU
426 ,AF 427 AF 428.AF AF 4 4 AP AF 4288,AF 4
Parametry elektryczne miersone
Badanie wg Typ '
BN-69/3375-06 tranzystora w czasie badania po badaniu
Wartodocl Wartodel
Badany
Budan:rt Jed;h. graniczne — Netoda g 5ra.n1czn;,
parameir | nos mini- | maksy- | pomiaru pomiaru |metr moutomﬁyipo-
malne | malne miaru
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AF 426, AF 4263 15 I = 1 mAg
5.5.4, Odpor= | AF 427, AF 427S 15 € i i 1;1131;2949
noéé na AF 428, AP 4268 hoq, - 15 < fUee=b Vs e
zimno AP ‘29. AP "298 15 fp s 1 kKHz ark. wg zalqcz-
AP 430 10 Icso | nite 3
1 =poz,1
AP 426, AP 4263 "2te hCBO-poz 5
5.,5.5.0dpor=. | AF 427, AR 427S 2k - 350 F BR=T0/ 21 .
nodéé na go- | AF 428, AF 4283  f— CB - 3375-08
rgo00 AF 429, AP 4293 ark, 06
AF 430




6 BN=72/3375=16 ark, 02

D T
cd, tablicy
Parametry elektryozne mierzone
w czasie badania po badanin
Badanie wg Typ :
. BN=69/3375=06 tranzystora Wartosci | Wartofol
Sadnsry || Aot graniczne — Metoda Badany s:::i::n:.
parametr | nostka f ... | paxsy.| Ppomiaru | pomiaru | 4. | metody po-
malne malne niaru
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5.5.6, Wytrsy- AP 4263 |
matodé na AP 4273
nagle rmiany AP 4283
temperatury AP 4293
5¢50Te Wytrsy=| AF 426, AP 4263 1 wg zalgoz-
malosé na u-| AP 427, AP 427S - cBO I nika 3
dary AF 428, AF 4283 h Icpo=poz.1
505.8 Wytrzyma- 21e
yirzymaqd AP 429, AF 4293
lo£¢ na wi= | AF 430 hoy,.~Poz.5
bracje 5.:5.9
HytrzynnloééT
na diugotrwa=
1y wilgosé
5.5012. Lu-
townosé
5.5.12. Odpor= AP 4268 |
noéé na nis- AF 4278 U .
Yie oidniec AP 4283 J/ar/cBO wg zatgoznika 3, pos, 2
nie AP 4298
.T
5¢5.15. Odpore AP 4263 1 - wg zaiacznika 3, poz, 2; wartodé h
noéé na due AP 4278 | Icpo S » ahe : 21;4:
gotrwale su~ AP 4288 nie powinna zmieni¢ siq w stosunku do wartodei
che ciepio AP 4293 Rote poczatkowe] (zmierzonej wg salgqoznika 3, poz.S5)
wigce] nig 60% AR Eakls
ce] badania
5e¢5.16. Odpor-| AF 426, AP 426S
nosé na diue=] AF 427: AP 4278 - Icgo = 16 pAj wartodé Raqe nie powinna smienié
gotrwale AF 428, AF 4283 siq w stosunku do wartoseci poczgtkowe] (smierso-
ciagle ob- | AF 429, AF 429S ho1e
cigtenie AP 430 nej wg zalgosnika 3, pos. 5) wigcej nig 60%
lekt
elektryczne i |




